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１． 概要（Summary） 

グラフェンは特異な物性を持ち次世代デバイスへの応

用が期待されている．デバイス応用には高品質大面積グ

ラフェンが必要であり，グラフェンの合成方法として化学気

相成長(Chemical Vapor Deposition, CVD)法が注目さ

れている． 
CVD 法により合成したグラフェンの品質方法として当グ

ループではラマンスペクトルの評価を行ってきたが，新た

にグラフェンを使用した電界効果トランジスタ (Field 
Effect Transistor, FET)を作製し，グラフェンの電気特

性を評価する． 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

光リソグラフィ装置 MA-6 
クリーンドラフト潤沢超純水付 
 

【実験方法】 
過去に当研究室メンバーにより電子線描画装置、自動

現像装置群を用いて加工された武田 CR 共用のフォトマ

スクを複数使用している。 
銅触媒上に合成したグラフェンをポリマーでSi基板上

に転写する．次にフォトリソグラフィ(武田CR)によってパタ

ーンを作製する．基板をO2プラズマ処理でチャネル部分

以外の不要なグラフェンを除去する．真空蒸着(自前)によ

りCr/Auの電極を製膜する． 
接触抵抗の影響を考慮し，2 端子 FET だけでなく，4

端子 FET も作製し，グラフェンの電気特性を評価する． 
 

 
 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
化学気相成長法で合成したグラフェンを使用して 4 端

子 FET を作製した．光学像を Fig. 1(a)に，FET のゲート

電圧とソースドレイン間の抵抗の関係を Fig. 1(b)に示す． 
このとき作製したグラフェンFETの電荷移動度は 1892 

cm2V-1s-1であり，今後FET作製方法を改善していく必要

がある． 
 

 

Fig. 1 (a) Optical image of graphene FET. 
(b) Relation of resistivity and gate voltage. 
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